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l. ATLAS-Experiment
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ATLAS Experiment
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IBL (Insertable B-Layer)

*  Neues, diinneres Strahlrohr
(20mm—->25mm)

- Zusatzliche Detektorschicht

*  Naher am Wechselwirkungspunkt
(5,05cm =3,27c¢m)

- Hohere Auflosung, besseres Tracking
«  Strahlenhirtere Sensoren

Schnellere Auslese

Innerste
Schicht des
IBL

Strahlrohr vorherigen
Detektors
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IBL Transport zu ATLAS




IBL Transport zu ATLAS
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IBL Transport zu ATLAS




Il. Halbleitersensoren
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Dotieren

=Einbringen von Fremdatomen

p-Dotierung n-Dotierung

A HHE
EHHE
S

Die freie Stelle am Bor-Atom wird von
anderen  Elektronen  aufgefiillt. = Dabei
entstehen an anderer Stelle neue Locher.
Diese Leerstellen wandern entgegengesetzt
zum Elektronenfluss und konnen als positive
,Ladungstrager” betrachtet werden.

Das Phosphor-Atom gibt sein 5. Elektron ab, das
keine Bindung eingehen kann. Es dient als freier
Ladungstrager.



Verarmungszone

« Ladungstragerverarmte Zone
entsteht (Raumladungszone =
RLZ) durch Rekombination

vor
Kontakt

* Gleichgewicht aus
Diffusionskraft und elektrischer
Kontakt Kraft
« Diode: Durchlassrichtung
und Sperrrichtung

nach
Kontakt

KB

Verarmungszone,
Raumladungszone



Spannung in Sperrrichtung
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Das Kraftegleichgewicht wird verschoben. Die Verarmungszone wichst!
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Bump Bonds

Farticle L'raclk

Pixel Diode
(Typical)

Detector Diode Array

Pixel Readout
Tt Cell

(Typical)

Pixel Readout
Integrated Cireuit

Eeadout Buf fers
and Control Cireuitry Indium Bump

for Bonding
(Typical)
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Kapazitive Kopplung

« Tritt zwischen benachbarten
Leitern unterschiedlichen
Potentials auf

' _Efed . 1  Leiteroberflachen konnen als
SEE—— +— Kondensatorplatten
Ry (% Rz Ra (% Rz betrachtet werden
L L L, L
1 1 - Ladungsverschiebung
8 8 zwischen Leitern

- Starke Frequenz- und
Abstandsabhingigkeit
(nur bei kleinen Abstanden)



Ill. Tests mit Glasplattchen
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Vermessung

- Vermessung der einzelnen
Glasplattchen und der Paare

- UnregelmalBigkeiten in der
Dicke der Glasplattchen im
Mikrometerbereich
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Kleben

- Auftragen des Klebstoffs

« Zusammenkleben zweier
Plattchen

» Mehrere Messreihen mit
verschiedenen
Klebstoffmengen
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Kleben
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Kleben
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Erneute Vermessung der Paare

- GleichmabBige Verteilung des
Klebstoffs iiberpriifen
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Protokollierung der Messergebnisse

A B c D G H J K M N =
j Messreihe 1
2 Platte Nr. 1 2 3 . | 5 6 7 ] 9 10 11 12 13 =
3 A{links oben) [mm] 0,105 0,104 0,104 0,105 0,103 0,103 0,107 0,105 0,104 0,105 0,105 0,104 0,105 L
4 B (rechts oben) [mm] 0,106 0,104 0,104 0,105 0,102 0,105 0,106 0,104 0,104 0,105 0,103 0,104 0,105
5 |C(Mitte) [mml] 0,106 0,105 0,104 0,105 0,103 0,106 0,106 0,104 0,103 0,105 0,104 0,105 0,105
6 D ({links unten) [mm] 0,107 0,104 0,104 0,105 0,103 0,105 0,106 0,104 0,104 0,105 0,105 0,104 0,104
7 E(rechts unten) [mm] 0,106 0,104 0,104 0,105 0,103 0,106 0,105 0,104 0,104 0,105 0,104 0,104 0,105
8
9 Paar 1+2 7+8 9+10 11+12 13+14 15+16 17+18 19+20 Paar 1+2
10 A Summe (rechnerisch) 0,209 0,209 0,206 0,212 0,209 0,209 0,21 0,205 0,206 0,208 A Summe na 0,218
11 B Summe (rechnerisch) 0,21 0,209 0,207 0,21 0,209 0,207 0,209 0,206 0,208 0,207 B Summe na 0,219
12 C Summe (rechnerisch) 0,211 0,209 0,209 0,21 0,208 0,209 0,209 0,205 0,206 0,206 C Summe na 0,215
13 D Summe (rechnerisch) 0,211 0,209 0,208 0,21 0,209 0,209 0,207 0,206 0,206 0,205 D Summe naj 0,225
14 ESumme (rechnerisch) 0,21 0,209 0,209 0,209 0,209 0,208 0,209 0,204 0,208 0,204 E Summe na 0,215
15
16 A Summe (gemessen) 0,212 0,208 0,208 0,212 0,211 0,209 0,212 0,208 0,21 0,209
17 B Summe (gemessen) 0,211 0,209 0,207 0,21 0,21 0,212 0,21 0,207 0,21 0,208
18 C Summe (gemessen) 0,21 0,209 0,206 0,21 0,209 0,21 0,209 0,207 0,208 0,206
19 D Summe (gemessen) 0,21 0,208 0,207 0,211 0,209 0,21 0,208 0,208 0,207 0,206
20 ESumme (gemessen) 0,21 0,208 0,206 0,208 0,209 0,21 0,209 0,207 0,208 0,204
21
22 A Differenz (gemessen-rechnerisch) 0,003 -0,001 0,002 0 0,002 0 0,002 0,003 0,004 0,001
23 B Differenz (gemessen-rechnerisch) 0,001 0 0 0 0,001 0,005 0,001 0,001 0,002 0,001
24 C Differenz (gemessen-rechnerisch) -0,001 0 -0,003 0 0,001 0,001 0 0,002 0,002 0
25 D Differenz (gemessen-rechnerisch) -0,001 -0,001 -0,001 0,001 0 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 -
M 4 » v | Tabellel ~ Tabele2 ~ Tabele3 %3 ] Il | a0
Bereit | |[EEmMm wos (=) U (+)
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Grafische Auswertung
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Grafische Auswertung
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Grafische Auswertung
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Vielen Dank fur die Aufmerksamkeit
und die interessanten zwei Wochen!
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